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前言

　　当前，世界正在进行着一场新的军事变革。
这场新军事变革的最主要特点是把机械化军事形态改造成信息化军事形态，其主要标志是信息化武器
逐渐主宰战场，出现知识密集型的信息化军队，信息化是这场新军事变革的本质和核心。
武器装备的信息化在美国进行的军事变革中已率先得到体现。
近年来，在美国发动的多次局部战争中，均显示出美国的武器装备系统在信息化指挥控制、精确制导
、隐身技术及电子对抗等方面的巨大优势。
这种优势使得号称世界第四大军事强国的对手在战争过程中毫无还手之机就被击溃了。
　　实现武器装备信息化的必要条件是高水平、高可靠的军用电子元器件。
军用电子元器件是构成现代化武器系统和电子信息装备的基本功能单元，在所有的现代化武器装备中
起着不可替代的作用。
核武器的引爆装置和控制系统由可靠性极高的元器件构成；现代化战争中起着重要作用的信息化指挥
控制系统的性能取决于所使用的集成电路的处理能力和运算速度；雷达、电子对抗系统的作用距离、
对抗能力取决于所使用的各种微波功率器件的输出功率、频率及变频能力；各种精确制导武器的打击
精度主要取决于所使用的惯性器件的性能；卫星的工作寿命和工作效能也主要取决于所使用的电源系
统和电子有效载荷；各类探测、侦察、夜视设备的性能主要由所用各种波段的电子元器件水平所决定
；宇宙飞船中航天员生存环境的变化是由舱中多种传感器反映出来而得以及时调节等。
纵观现有军事系统的发展，所有的空间、空中、地面和海洋领域的各种军事电子系统无不大量使用电
子元器件，仅一架预警机的任务电子系统就要使用4000多种、140万只，“神七”飞船使用近2000种
近10万只各种电子元器件。
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内容概要

当前，世界正在进行着一场新的军事变革。
信息化是这场新军事变革的本质和核心。
实现武器装备信息化的必要条件是高水平、高可靠的军用电子元器件。
为加快我国军用电子元器件的发展，从而促进武器装备信息化的进程，特编写此书。
    全书共分为9篇，按照大的军用电子元器件门类如微电子器件、微电子机械、光电子器件、真空电子
器件、化学与物理电源、机电组件与通用元件、特种元件等各自作为一篇。
对于每一门类的元器件，又划分成种类作为章、节，对各种元器件的基本工作原理，主要技术参数及
主要应用领域进行了描述；为加深读者对元器件的理解，对各类元器件的基本制造工艺也进行了专门
介绍；与元器件相关的主要支撑技术材料、设备和封装外壳以及可靠性技术也作为独立的篇章进行了
介绍；对军用电子元器件技术发展趋势及方向提出了预测。
    本书可为从事武器装备发展的各级管理人员提供参考，有利于了解军用电子元器件及其应用；为武
器装备系统的研制人员应用电子元器件提供技术参考，以利于更好的使用国产元器件。
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章节摘录

　　先进的外延生长技术和微细加工技术的发展，使半导体在理论和技术上有了重大的突破，由“掺
杂工程”进入了“能带工程”，研发了许多新型高速器件，使化合物半导体器件从同质结构的砷化
镓MESFET发展到异质结构的HEMT、HBT，进而又在研发出更高工作频率的量子器件。
　　正在开发的谐振隧穿器件共振隧穿二极管（RTD）和共振隧穿三极管（RTT）是量子器件，具有
波性质的电子通过隧道无散射地到达集电区，从而大大提高电流增益，预计其高速性能有望超过所有
器件，有可能成为下一代高性能电路的最佳器件。
隧穿工作机理决定了RTD具有非常快的工作速度和非常高的工作频率。
理论预计RTD从峰到谷的转换频率达到1500GHz～2500GHz，实际器件的最高振荡频率已达到900GHz
。
I．nAs／A1SbRTD的开关时间仅为1．7ps，用RTD制成的SRAM存取时间达到0．5ns。
RTI）和RTT是一种非常有希望的高速、高频器件。
　　RTD典型的工作电压为0．5V左右，一般工作电流为毫安级，如在材料生长中加入预势垒层，电
流可低至微安级，故可实现低功耗工作。
用RTD做成的SRAM功耗仅为50uW／单元。
RTD和RTT的一个基本特性是负阻，由RTD组成的反相器具有双稳和自锁功能，可以构成许多逻辑功
能电路。
而且，用少量的RTD器件可完成用多个常规器件才能产生的逻辑功能。
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